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【はじめにはじめにはじめにはじめに】今日、EM耐性および低抵抗化の観点から集積回路の電極材料として Cuが用いられ、主

にメッキによる Cuの形成とダマシンによる配線加工が行われてきている。一方、高集積化に伴う微細

化に対応するためにコンフォーマルな薄膜形成に有利な CVD法による Cu形成が有効であると考えら

れ、これまでハロゲン化合物である CuCl や金属錯体である Cu(hfac)2を原料としたスルーホールへの

埋め込みなどが試みられてきている 1, 2)。今回我々は、沃化銅（CuI）を原料として用いた LPCVD法に

より、300oC程度の低温で金属上へのみ Cuを選択形成できることを見出したので報告する。 

【実験方法実験方法実験方法実験方法】LPCVD装置は、油回転ポンプと油拡散ポンプ、および、SUS製チャンバーからなる。チ

ャンバー内背圧は 10-6 torr台である。原料には純度 99.999%のCuI粉体を用いBN製るつぼに充填した。

また、基板には SP-TiNおよび Siを用い SUS製ホルダーに装填した。Cuの成長は、るつぼと基板ホル

ダーを PID制御により昇温し、10-5 torr台の真空中で行った。 

【実験結果実験結果実験結果実験結果】CuIは大気圧下で 600oC程度以上で蒸発によ

り気化するが、低圧下では 300oC以上で昇華させることが

できる。図１は、CuI の昇華速度を 4 µmol/min とし

280~345oCの範囲で TiNおよび Si上に CuIを供給したとき

の Cu層の成長速度である。Si上への堆積物は確認されな

いが TiN上では成長温度の上昇に伴い Cu層の成長速度が

増加し、330oC 以上で飽和した。330oC 以下での結果から

求められた活性化エネルギーは 85 kJ/molであり、CuIの結

合解離エネルギー(289 kJ/mol) 3)より顕著に低い値を示し

た。このことより、TiN上での CuI分解は単純な熱解離で

はないことがわかる。図２は TiN上に Cu層を形成した試

料の XRD パターンであり、本方法で<111>主配向した Cu

層の形成が可能であることがわかる。 
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図２ TiN 上に Cu 層を形成した試料

の XRD パターン 
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図１ TiN 上および Si 上での Cu

層成長速度の基板温度依存性 
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